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(57)【要約】
【課題】液晶ディスプレイパネル及びその画素アレイ基
板を提供することを課題とする。
【解決手段】液晶ディスプレイパネル、及び、その画素
アレイ基板であって、画素アレイ基板は第１の基板と複
数本のゲート電極線と複数本のデータ線と複数の薄膜ト
ランジスタと第１の絶縁層と透明導電層と第２の絶縁層
と複数の接触孔と複数の画素電極と、を含む。ゲート電
極線、データ線と薄膜トランジスタは、第１の基板に位
置し、また、第１の絶縁層がその上を覆う。透明導電層
が第１の絶縁層に位置し、且つ、共通電圧レベルを備え
る。第２の絶縁層が透明導電層と画素電極の間に位置し
、また、透明導電層と画素電極を隔離する。画素電極が
対応する接触孔を経由して対応する薄膜トランジスタの
第３端に電気的に結合される。
【選択図】図１Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、
　前記第１の基板に位置する複数本のゲート電極線と、
　前記第１の基板に位置し、前記ゲート電極線と交差して前記ゲート電極線との間に複数
の画素ゾーンを定義させる複数本のデータ線と、
　前記画素ゾーンに各々対応し、前記ゲート電極線のうちのいずれかに結合する第１端と
前記データ線のうちのいずれかに結合する第２端と第３端と、を備える複数の薄膜トラン
ジスタと、
　前記データ線と前記ゲート電極線と前記画素ゾーンと前記薄膜トランジスタとを覆う第
１の絶縁層と、
　共通電圧レベルを供給するため、第１の絶縁層を覆う透明導電層と、
　前記透明導電層と画素電極の間に位置し、また、前記透明導電層と前記画素電極を隔離
する第２の絶縁層と、
　前記薄膜トランジスタにそれぞれ対応して前記第２の絶縁層と前記透明導電層と前記第
１の絶縁層を貫通し、各々の一端が対応する前記薄膜トランジスタの前記第３端に結合さ
れる複数の接触孔と、
　前記画素ゾーンにそれぞれ対応して前記第２の絶縁層に設けられ、且つ対応する前記接
触孔を経由して対応する前記薄膜トランジスタの前記第３端に電気的結合される画素電極
と、を含むことを特徴とする、
　画素アレイ基板。
【請求項２】
　前記透明導電層が前記第１の絶縁層と前記第２の絶縁層の間に位置することを特徴とす
る請求項１に記載の画素アレイ基板。
【請求項３】
　前記透明導電層が前記接触孔のみを有する一層の透明導電性材料であることを特徴とす
る請求項１に記載の画素アレイ基板。
【請求項４】
　前記第１の絶縁層と前記第２の絶縁層の間に位置し、且つ、前記透明導電層を貫通する
少なくとも１つの開口部を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の画素アレイ基板。
【請求項５】
　各前記画素ゾーンに前記開口部のうちの少なくとも１つが設けられることを特徴とする
請求項４に記載の画素アレイ基板。
【請求項６】
　前記開口部のうちの少なくとも１つは、前記薄膜トランジスタの上方に各々位置するこ
とを特徴とする請求項５に記載の画素アレイ基板。
【請求項７】
　前記開口部のうちの複数は、前記ゲート電極線の上方に各々位置することを特徴とする
請求項５に記載の画素アレイ基板。
【請求項８】
　各前記画素ゾーンにある前記少なくとも１つの開口部は、Ｓ字状パターン、Ｓ字状に類
似するパターン、Ｅ字状パターン、Ｅ字状に類似するパターン、蛇行パターン、ノコギリ
形のパターン、ノコギリ形に類似するパターン、櫛型のパターン、櫛型に類似するパター
ン、或いは、複数本の縞パターンになることを特徴とする請求項５に記載の画素アレイ基
板。
【請求項９】
　前記透明導電層と各前記画素電極を重ね合わせるエリアは、重ね合わせた画素電極の３
分の２を上回らないことを特徴とする請求項４に記載の画素アレイ基板。
【請求項１０】
　前記開口部のうちの複数は、前記薄膜トランジスタの上方に各々位置することを特徴と



(3) JP 2013-257530 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

する請求項４に記載の画素アレイ基板。
【請求項１１】
　前記開口部のうちの複数は、前記ゲート電極線の上方に各々位置することを特徴とする
請求項４に記載の画素アレイ基板。
【請求項１２】
　前記透明導電層は、複数の材料ブロックを含み、前記材料ブロックの間で間隔をとり、
且つ、各前記材料ブロックが前記画素ゾーンのうちの少なくとも２つの隣り合う画素ゾー
ンまで延伸して覆うことを特徴とする請求項１に記載の画素アレイ基板。
【請求項１３】
　前記透明導電層は、更に複数の電気的接続部材を更に含み、各前記電気的接続部材は前
記材料ブロックのうちの２つに電気的に接続されることを特徴とする請求項１２に記載の
画素アレイ基板。
【請求項１４】
　各前記材料ブロックは、前記画素ゾーンのうちの同一直線にある全ての画素ゾーンに延
伸して覆うことを特徴とする請求項１２に記載の画素アレイ基板。
【請求項１５】
　各前記接触孔は、第１のスルーホールと第２のスルーホールとを含み、前記第１のスル
ーホールが前記透明導電層を貫通し、前記第２のスルーホールが前記第１の絶縁層を貫通
し、且つ、前記第２の絶縁層が前記第１のスルーホール内の前記透明導電層の側壁を覆う
ことを特徴とする請求項１に記載の画素アレイ基板。
【請求項１６】
　前記透明導電層は、前記データ線と前記ゲート電極線と前記第１のスルーホール以外の
前記画素ゾーンと前記薄膜トランジスタを全面的に覆うことを特徴とする請求項１５に記
載の画素アレイ基板。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の画素アレイ基板と、前記画素アレイ基板に対応
して設けられ、且つ、前記画素アレイ基板の間で間隔をとり、第２の基板と、前記画素電
極と前記第２の基板の間に位置し、また、前記画素電極の間で間隔をとる共通電極層と、
前記第２の基板と前記共通電極層の間に位置するカラーフィルタ層とを備えるカラーフィ
ルタ基板と、前記画素アレイ基板と前記カラーフィルタ基板の間に位置する液晶層と、を
含むことを特徴とする、液晶ディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイ技術に関し、特に、液晶ディスプレイパネル及びその画素
アレイ基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイの発展が益々スピードアップし、徐々に従来の陰極
線管ディスプレイに取って代わってきた。現在のフラットパネルディスプレイには、主に
有機発光ダイオードディスプレイ（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄ
ｉｏｄｅｓ　ｄｉｓｐｌａｙ；ＯＬＥＤ）、プラズマディスプレイ（ｐｌａｓｍａ　ｄｉ
ｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ；ＰＤＰ）、液晶ディスプレイ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ
　ｄｉｓｐｌａｙ；ＬＣＤ）、及び電界放出ディスプレイ（ｆｉｅｌｄ　ｅｍｉｓｓｉｏ
ｎ　ｄｉｓｐｌａｙ；ＦＥＤ）等の数種類がある。
　液晶ディスプレイ技術は、液晶分子材料のねじれ方式により２種類の形式に分けること
ができる。一種類目がねじれネマティック液晶ディスプレイ（ｔｗｉｓｔｅｄ　ｎｅｍａ
ｔｉｃ　ＬＣＤ；ＴＮ－ＬＣＤ）で、別の種類が横電界液晶ディスプレイ（ｉｎ－ｐｌａ
ｎｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ；ＩＰＳ－
ＬＣＤ）である。ＴＮ－ＬＣＤ内の液晶ディスプレイパネルの液晶分子は２枚のガラス基
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板の間の縦電界変化に伴ってねじれができる。ＴＮ－ＬＣＤ内において、共通電極と画素
電極は、カラーフィルタ基板と画素アレイ基板に各々設けられる。ＴＮ－ＬＣＤ内に比べ
て、ＩＰＳ－ＬＣＤ内では、共通電極と画素電極を同時に画素アレイ基板に製作すること
で、横電界を提供し、液晶分子をこの横電界の変化に伴って回転させることができる。
【０００３】
　高輝度及び高解像度製品の開発に伴い、高開口率（ｈｉｇｈ　ａｐｅｒｔｕｒｅ　ｒａ
ｔｉｏ；ＨＡＲ）とカラーフィルターオンアレイ（ｃｏｌｏｒ　ｆｉｌｔｅｒ　ｏｎ　ａ
ｒｒａｙ；ＣＯＡ）等の技術は、普遍的にＬＣＤに応用されている。しかしながら、スマ
ートフォン（ｓｍａｒｔ　ｐｈｏｎｅ）の各種オペレーティングシステム（ｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ；ＯＳ）、例えば、アップル（登録商標）のオペレーティングシス
テム（Ｍａｃ　ＯＳ）、Ａｎｄｒｏｉｄ（アンドロイド）（登録商標）のシステム、ウイ
ンドウズマンゴー（Ｗｉｎｄｏｗ　Ｍａｎｇｏ）のシステム等が開発されるにつれ、ディ
スプレイの解像度に対する要求が益々高くなっている。
　小型パネル（例えば５．３インチ、５インチ、４．７インチ、４．３インチ等）を使用
したポータブル製品に高解像度を組み合わせた時、解像度を引き上げると同時に画素の開
口率が多少犠牲になる。これにより、液晶ディスプレイ技術において、高開口率の設計が
やはり絶え間なく追い求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記の従来技術の問題点を解消できる、液晶ディスプレイパネル及びその画
素アレイ基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施例において、画素アレイ基板は、第１の基板と複数本のゲート電極線と複数本の
データ線と複数の薄膜トランジスタと第１の絶縁層と透明導電層と第２の絶縁層と複数の
接触孔と複数の画素電極と、を含む。
　ゲート電極線とデータ線が第１の基板に位置する。ゲート電極線とデータ線が交差し、
且つゲート電極線とデータ線の間に複数の画素ゾーンを定義させる。薄膜トランジスタが
画素ゾーンに対応してそれぞれ設けられる。各薄膜トランジスタの第１端がこれらゲート
電極線のうちのいずれかに結合され、各薄膜トランジスタの第２端がこれらデータ線のう
ちのいずれかに結合される。
　第１の絶縁層がデータ線とゲート電極線と画素ゾーンと薄膜トランジスタとを覆う。透
明導電層が第１の絶縁層を覆い、且つ共通電圧レベルを備える。接触孔が薄膜トランジス
タにそれぞれ対応して第２の絶縁層と透明導電層と第１の絶縁層を貫通し、各接触孔の一
端が対応する薄膜トランジスタの第３端に結合される。画素電極が画素ゾーンにそれぞれ
対応して第２の絶縁層に設けられ、且つ対応する接触孔を経由して対応する薄膜トランジ
スタの第３端に電気的に結合される。第２の絶縁層が透明導電層と画素電極の間に位置し
、また透明導電層と画素電極を隔離する。　　　　
【０００６】
　一実施例において、透明導電層が第１の絶縁層と第２の絶縁層の間に位置する。
【０００７】
　一実施例において、透明導電層が接触孔のみを有する一層の透明導電性材料とすること
ができる。
【０００８】
　一実施例において、画素アレイ基板は、少なくとも１つの開口部を更に含むことができ
る。開口部は第１の絶縁層と第２の絶縁層の間に位置し、且つ透明導電層を貫通する。
【０００９】
　一実施例において、開口部は、画素ゾーン、薄膜トランジスタ、ゲート電極線或いはそ
の組合せに対応するように配置できる。
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【００１０】
　一実施例において、各画素ゾーンにある開口部は、Ｓ字状パターン、Ｓ字状に類似する
パターン、Ｅ字状パターン、Ｅ字状に類似するパターン、蛇行パターン、ノコギリ形のパ
ターン、ノコギリ形に類似するパターン、櫛型のパターン、櫛型に類似するパターン或い
は複数本の縞パターンにできる。
【００１１】
　一実施例において、透明導電層と各画素電極の重ね合わせるエリアは、重ね合わせた画
素電極の３分の２を上回らない。
【００１２】
　一実施例において、透明導電層は、複数の材料ブロックを含むことができる。これら材
料ブロックの間で間隔をとり、且つ各材料ブロックが少なくとも２つの画素ゾーンまで延
伸して覆う。
【００１３】
　一実施例において、透明導電層は、更に複数の電気的接続部材を更に含み、且つ各電気
的接続部材は隣り合う２つの材料ブロックに電気的に接続される。
【００１４】
　一実施例において、各材料ブロックは、同一直線にある全ての画素ゾーンに延伸して覆
う。
【００１５】
　一実施例において、各接触孔は、第１のスルーホールと第２のスルーホールとを含むこ
とができる。第１のスルーホールが透明導電層、第２のスルーホールが第１の絶縁層を貫
通し、且つ第２の絶縁層が第１のスルーホール内の透明導電層の側壁を覆う。
【００１６】
　一実施例において、透明導電層は、データ線とゲート電極線と接触孔の第１のスルーホ
ール以外の画素ゾーンと薄膜トランジスタを全面的に覆うことができる。
【００１７】
　一実施例において、液晶ディスプレイパネルは、前記画素アレイ基板とカラーフィルタ
基板と液晶層とを含む。カラーフィルタ基板が画素アレイ基板に対応し且つ画素アレイ基
板の間で間隔をとる。液晶層は、画素アレイ基板とカラーフィルタ基板の間に位置する。
カラーフィルタ基板は第２の基板と共通電極層とカラーフィルタ層とを含む。共通電極層
が画素電極と第２の基板の間に位置し、且つ画素電極の間で間隔をとる。カラーフィルタ
層が第２の基板と共通電極層の間に位置する。
【発明の効果】
【００１８】
　上記で説明したとおり、本発明に係る液晶ディスプレイパネル及びその画素アレイ基板
は、高解像度の液晶ディスプレイパネルの開口率を上げるため、透明導電層と画素電極を
利用して蓄積コンデンサを形成する。更に、透明導電層を通じて透明導電層の下方にある
素子（データ線、ゲート電極線、薄膜トランジスタ或いはその組合せ）から画素電極へ生
じる静電容量結合効果も避けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】本発明の第１の実施例に係る画素アレイ基板の上面図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示されている画素アレイ基板を示す分解図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示されている画素アレイ基板の接線Ｉ－Ｉに沿った断面図である。
【図２Ａ】本発明の第２の実施例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。
【図２Ｂ】本発明の第３の実施例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。
【図２Ｃ】本発明の第４の実施例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。
【図２Ｄ】本発明の第５の実施例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。
【図３】本発明の第６の実施例に係る画素アレイ基板の上面図である。
【図４】図３に示されている画素アレイ基板の接線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図である。
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【図５】各々本発明の第７の実施例に係る画素アレイ基板ｂの上面図である。
【図６】各々本発明の第８の実施例に係る画素アレイ基板の上面図である。
【図７】各々本発明の第９の実施例に係る画素アレイ基板の上面図である。
【図８】各々本発明の第１０の実施例に係る画素アレイ基板の上面図である。
【図９】本発明の第１の実施例に係る液晶ディスプレイパネルの局部断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施例に係る液晶ディスプレイパネルの局部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１Ａは、本発明の第１の実施例に係る画素アレイ基板の上面図である。図１Ｂは、図
１Ａに示されている画素アレイ基板を示す分解図である。図１Ｃは図１Ａに示されている
画素アレイ基板の接線Ｉ－Ｉに沿った断面図である。説明の便宜のため、図１Ａ内に示さ
れている画素アレイ基板について、各絶縁層の描画を省略した。
【００２１】
　図１Ａ、図１Ｂ及び図１Ｃを参照しながら説明する。画素アレイ基板１００は、第１の
基板１１０と複数本のゲート電極線１２０、１２２と複数本のデータ線１３０、１３２と
複数の薄膜トランジスタ１４０と第１の絶縁層１５０と透明導電層１６０と第２の絶縁層
１７０と複数の接触孔１８０と複数の画素電極１９０と、を含む。
【００２２】
　ゲート電極線１２０、１２２とデータ線１３０、１３２が第１の基板１１０に位置する
。そこで、データ線１３０、１３２とゲート電極線１２０、１２２が交差し、且つゲート
電極線１２０、１２２とデータ線１３０、１３２の間に画素ゾーンＰを定義する。言い換
えると、ゲート電極線１２０とゲート電極線１２２とデータ線１３０とデータ線１３２と
が囲んで画素ゾーンＰを形成する。
【００２３】
　薄膜トランジスタ１４０は、画素ゾーンＰに各々対応して第１の基板１１０上に設けら
れる。言い換えると、各画素ゾーンＰに一個の薄膜トランジスタ１４０が設けられること
ができる。各薄膜トランジスタ１４０は、第１端１４１と第２端１４２と第３端１４３と
を有する。
　薄膜トランジスタ１４０の第１端１４１がゲート電極線１２０に結合され、薄膜トラン
ジスタ１４０の第２端１４２がデータ線１３０に結合される。第１端１４１、第２端１４
２と第３端１４３はそれぞれゲート電極、ドレーン電極とソース電極とすることができる
。
【００２４】
　第１の絶縁層１５０は、ゲート電極線１２０と１２２、データ線１３０、１３２と薄膜
トランジスタ１４０と画素ゾーンＰを覆い、また透明導電層１６０が第１の絶縁層１５０
を覆う。そこで、透明導電層１６０は共通電圧レベルを提供するために用いられる。言い
換えると、共通電圧（ｃｏｍｍｏｎ　ｖｏｌｔａｇｅ）を透明導電層１６０に印加し、透
明導電層１６０に共通電圧レベルを持たせる。
【００２５】
　第２の絶縁層１７０は、透明導電層１６０を覆い、且つ画素電極１９０が画素ゾーンＰ
に対応して第２の絶縁層１７０上に設けられる。言い換えると、第２の絶縁層１７０が透
明導電層１６０と画素電極１９０の間に位置し、また透明導電層１６０と画素電極１９０
を隔離する。
【００２６】
　接触孔１８０は、薄膜トランジスタ１４０の第３端１４３に対応して第２の絶縁層１７
０と透明導電層１６０と第１の絶縁層１５０を貫通することで、薄膜トランジスタ１４０
の第３端１４３を露出する。画素電極１９０は接触孔１８０の内壁に沿って延伸し、且つ
薄膜トランジスタ１４０の第３端１４３に直接接触する。言い換えると、画素電極１９０
は、対応する接触孔１８０を経由して対応する薄膜トランジスタ１４０の第３端１４３（
例えばソース電極）に電気的に結合される。
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【００２７】
　第１の基板１１０は、透明基板とすることができる。第１の絶縁層１５０は、透明材料
或いは半透明材料とすることができる。第２の絶縁層１７０は、透明材料或いは半透明材
料とすることができる。透明材料の光透過率は、６０％～９９％とすることができる。半
透明材料の光透過率は、１０％～６０％とすることができる。これ以外に、半透明材料は
、例えば赤色、青色又は緑色等の有色材料を使用できる。
【００２８】
　一実施例において、これらゲート電極線１２０、１２２が第１の基板１１０に横方向に
配列し、且つこれらデータ線１３０、１３２が第１の基板１１０に縦方向に配列する。
【００２９】
　例を挙げると、ゲート電極線１２０、１２２は、第１の方向に沿って互いに平行で且つ
間隔をとって第１の基板１１０に配置させることができる。データ線１３０、１３２は、
第２の方向に沿って互いに平行で且つ間隔をあけて第１の基板１１０上に配置させること
ができる。第１の方向は第２の方向と略垂直になる。
【００３０】
　薄膜トランジスタ１４０は、各々の画素ゾーンＰに対応する。言い換えると、各画素ゾ
ーンＰに一個の薄膜トランジスタ１４０が設けることができる。各薄膜トランジスタ１４
０は、第１端１４１と第２端１４２と第３端１４３とを備える。第１端１４１、第２端１
４２と第３端１４３は、各々ゲート電極、ソース電極とドレーン電極とすることができる
。
【００３１】
　一実施例において、薄膜トランジスタ１４０の第１端１４１とゲート電極線１２０、１
２２は、一般的に同じリソグラフィー工程を通じて形成できる。一般的に言うと、薄膜ト
ランジスタ１４０の第１端１４１とゲート電極線１２０、１２２は第１金属層（Ｍ１）を
指す。
【００３２】
　一実施例において、薄膜トランジスタ１４０の第１端１４１は、直接ゲート電極線１２
０の一部とすることができる。言い換えると、第１金属層（Ｍ１）は、ゲート電極線とな
る複数本の金属線を含むことができ、薄膜トランジスタの第１端を金属線の局部ブロック
とすることができる。
【００３３】
　別の実施例において、薄膜トランジスタ１４０の第１端１４１は、またゲート電極線１
２０から延出した金属ブロックとすることもできる。言い換えると、第１金属層（Ｍ１）
は、ゲート電極線となる複数本の金属線と薄膜トランジスタの第１端となる複数の金属ブ
ロックとを含むことができ、且つ各金属ブロックが、一本の金属線から延出する。
【００３４】
　一実施例において、薄膜トランジスタ１４０の第２端１４２、薄膜トランジスタ１４０
の第３端１４３とデータ線１３０、１３２は、一般的に同じリソグラフィー工程を通じて
形成できる。一般的に言うと、薄膜トランジスタ１４０の第２端１４２、薄膜トランジス
タ１４０の第３端１４３とゲート電極線データ線１３０、１３２は第２金属層（Ｍ２）を
指す。
【００３５】
　一実施例において、薄膜トランジスタ１４０の第２端１４２は、直接データ線１３０的
一部となることができる。言い換えると、第２金属層（Ｍ２）は、データ線１３０、１３
２となる複数本の金属線と薄膜トランジスタ１４０の第３端１４３となる複数の第１のブ
ロックとを含むことができる。この時、薄膜トランジスタの第２端は金属線の局部ブロッ
クである。
　別の実施例において、薄膜トランジスタ１４０の第２端１４２は、またデータ線１３０
から延出した金属ブロックとすることもできる。言い換えると、第２金属層（Ｍ２）は、
データ線１３０、１３２となる複数本の金属線と薄膜トランジスタ１４０の第３端１４３
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となる複数の第１のブロックと薄膜トランジスタ１４０の第２端１４２となる複数の第２
のブロックとを含むことができ、且つ各第２のブロックが一本の金属線から延出する。
【００３６】
　この他に、各薄膜トランジスタ１４０は、チャネル層１４４を更に備える。チャネル層
１４４は、第１端１４１と第２端１４２の間及び第１端１４１と第３端１４３の間に設け
られる。他の実施例において、薄膜トランジスタ１４０のチャネル層１４４は、リソグラ
フィー工程によって形成された島状パターン層とすることができる。チャネル層１４４の
材質は、非晶質シリコン、多結晶シリコン、金属酸化膜半導体材料或いは他の適した半導
体材料とすることができるが、これに限定されるものではない。
【００３７】
　更に、ゲート電極絶縁層１４５をチャネル層１４４と第１端１４１（ゲート電極）の間
に挟んで設置する。このゲート電極絶縁層１４５は第１端１４１の表面を覆い、またチャ
ネル層１４４と第１端１４１を隔離する。更に、ゲート電極絶縁層１４５は、第１端１４
１の第１の基板１１０の表面を覆うように設けられることができる。
　言い換えると、ゲート電極絶縁層１４５は、第１の基板１１０とその表面にある第１金
属層（Ｍ１）からなる構造を覆うことができる。ゲート電極絶縁層１４５の材質は、例え
ば、シリカ（ＳｉＯｘ）、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）、酸窒化ケイ素、その他適した誘電体
材料、或いはその組み合わせ等の無機材料とすることができるが、これに限定されるもの
ではない。
【００３８】
　オーミック接触層１４６をチャネル層１４４と第２端１４２の間及びチャネル層１４４
と第３端１４３の間に、挟んで設置することで、チャネル層１４４と第２端１４２の間の
電気的接触及びチャネル層１４４と第３端１４３の間の電気的接触を向上できる。オーミ
ック接触層１４６の材質は不純物をドーピングした非結晶シリコン、多結晶シリコン、金
属酸化膜半導体材料或いは他の適した半導体材料、若しくは他の金属とシリコン材質の間
の電気的接触を増進する材質とすることができる。
【００３９】
　一実施例において、オーミック接触層１４６はチャネル層１４４の上表面全体を覆う島
状パターン層とすることができる。別の一実施例において、オーミック接触層１４６は、
また第２端１４２と第３端１４３下方にあるチャネル層１４４表面を覆うパターン層とす
ることもできる。
　言い換えると、オーミック接触層１４６は、各々第２端１４２と第３端１４３の下方に
ある２つの材料ブロックからなる。且つ、２つの材料ブロックは、第２端１４２と第３端
１４３間に対応して区切ることでチャネル層１４４を露出する。
【００４０】
　一実施例において、第１の絶縁層１５０が、ゲート電極絶縁層１４５或いは第１の基板
１１０の表面上に形成され、並びにゲート電極絶縁層１４５又は第１の基板１１０表面に
ある第２金属層（Ｍ２）からなる構造の表面に形成させる。
【００４１】
　第１の絶縁層１５０は、平坦層として用いる。第１の絶縁層１５０の材質は、有機材料
、無機材料或いはその組み合せとすることができる。
【００４２】
　各接触孔１８０は、相互に連結する第１のスルーホール１８０ａと第２のスルーホール
１８０ｂとを含むことができる。第１のスルーホール１８０ａは、透明導電層１６０を貫
通する。第２のスルーホール１８０ｂは、第１の絶縁層１５０を貫通して薄膜トランジス
タ１４０の第３端１４３の表面に直接到達する。そこで、第１のスルーホール１８０ａの
直径は、第２のスルーホール１８０ｂの直径を上回る。
【００４３】
　且つ、第２の絶縁層１７０は、透明導電層１６０が第１のスルーホール１８０ａ内で露
出させるのを避けるため、透明導電層１６０の表面から延伸すると共に第１のスルーホー
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ル１８０ａ内にある透明導電層１６０の側壁を覆う。
【００４４】
　第２の絶縁層１７０は、保護層として用いる。第２の絶縁層１７０の材質は、有機材料
、無機材料或いはその組み合せとすることができる。
【００４５】
　有機絶縁材料は、例えばブロモクロロフェノールブルー（ＢＣＢ）或いはフォトアクリ
ル（ｐｈｏｔｏ　ａｃｒｙｌ）等とするが、これに限定されるものではない。有機絶縁材
料は、例えばシリカ（ＳｉＯ2）、窒化ケイ素（ＳｉＮx）或いはその他類似物の無機材と
するが、これに限定されるものではない。
【００４６】
　透明導電層１６０と画素電極１９０の材質は、いずれも透明導電性材料とする。ただし
透明導電層１６０と画素電極１９０は、同じ材質とすることができ、また異なる材質にも
できる。そこで、透明導電性材料は、例えば酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジ
ウム亜鉛（ＩＺＯ）等とするが、これに限定されるものではない。
【００４７】
　画素電極１９０は、相互に間隔をあける。一実施例において、画素電極１９０は、近隣
のゲート電極線１２０、１２２と近隣のデータ線１３０、１３２内の少なくともいずれか
と部分的に重ね合わせることができる。別の実施例において、画素電極１９０は、またゲ
ート電極線１２０、１２２とデータ線１３０、１３２と全く重ね合わせないこともできる
。
【００４８】
　一実施例において、透明導電層１６０は、図１Ａ及び図１Ｂに示すように全面的に覆う
方式で第１の絶縁層１５０の表面に形成させることができる。言い換えると、透明導電層
１６０は一層の透明導電性材料で、且つ当該層の透明導電性材料に接触孔１８０の第１の
スルーホール１８０ａのみを備え、その他の孔がないものとする。
　つまり、透明導電層１６０は、ゲート電極線１２０、１２２、データ線１３０、１３２
、接触孔１８０の第１のスルーホール１８０ａと重ね合わせるエリア以外の画素ゾーンＰ
及び薄膜トランジスタ１４０を全面的に覆う。こうすることで、透明導電層１６０を通じ
てシールド（ｓｈｉｅｌｄ）として、ゲート電極線１２０、１２２とデータ線１３０、１
３２と薄膜トランジスタ１４０から画素電極１９０へ発生する静電容量結合効果を避ける
ことができる。
【００４９】
　図２Ａは、本発明の第２の実施例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。図２Ｂは
、本発明の第３の実施例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。図２Ｃは、本発明の
第４の実施例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。図２Ｄは、本発明の第５の実施
例に係る画素アレイ基板を示す分解図である。
【００５０】
　図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ及び図２Ｄを参照しながら説明する。一実施例において、透明
導電層１６０は、複数の材料ブロック１６１－１６３／１６４－１６７を含むことができ
る。
【００５１】
　図２Ａ及び図２Ｃを参照しながら説明する。材料ブロック１６１－１６３は相互に間隔
をあけ、且つ各材料ブロック１６１／１６２／１６３が少なくとも２つの画素ゾーンＰを
伸ばして覆う。言い換えると、各材料ブロック１６１／１６２／１６３は隣り合う配列の
少なくとも２つの画素ゾーンＰを伸ばして覆い、並びにこれら画素ゾーンＰの間のデータ
線１３０、１３２を覆う。
【００５２】
　一実施例において、任意の２つの材料ブロックの間に隙間を有し、材料ブロックを相互
に分離させる。言い換えると、材料ブロック１６１、１６２の間に隙間１６０ａで区切り
、また材料ブロック１６２、１６３の間に隙間１６０ｂで区切る。
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【００５３】
　且つ、各隙間１６０ａ／１６０ｂは、ゲート電極線１２０／１２２と重ね合わせる。隙
間１６０ａ／１６０ｂの幅は、重ね合わせるゲート電極線１２０／１２２以上とすること
ができる。
【００５４】
　図２Ｂ及び図２Ｄを参照しながら説明する。材料ブロック１６４－１６７は相互に間隔
をあけ、且つ各材料ブロック１６４／１６５／１６６／１６７が少なくとも２つの画素ゾ
ーンＰを伸ばして覆う。言い換えると、各材料ブロック１６４／１６５／１６６／１６７
は隣り合う配列の少なくとも２つの画素ゾーンＰを伸ばして覆い、並びにこれら画素ゾー
ンＰの間のゲート電極線１２０、１２２を覆う。
【００５５】
　一実施例において、任意の２つの材料ブロックの間に隙間を有し、材料ブロックを相互
に分離させる。言い換えると、材料ブロック１６４、１６５の間に隙間１６０ｃで区切り
、また材料ブロック１６５、１６６の間に隙間１６０ｄで区切り、材料ブロック１６６、
１６７の間に隙間１６０ｅで区切る。
【００５６】
　且つ、各隙間１６０ｃ／１６０ｄ／１６０ｅは、データ線１３０／１３２と重ね合わせ
る。隙間１６０ｃ／１６０ｄ／１６０ｅの幅は、重ね合わせるデータ線１３０／１３２以
上とすることができる。
【００５７】
　一実施例において、１つの材料ブロックは、同一直線に位置する全ての画素ゾーンを伸
ばして覆う。言い換えると、各材料ブロックは一行或いは一列の画素ゾーンＰを伸ばして
覆い、並びにこれら画素ゾーンＰの間のデータ線又はゲート電極線を覆うことができる。
【００５８】
　図２Ａ及び図２Ｃを参照しながら説明する。材料ブロック１６１、１６２、１６３は同
一直線に位置する全ての画素ゾーンＰを伸ばして覆い、並びにこれら画素ゾーンＰの間の
データ線１３０、１３２を覆う。
【００５９】
　図２Ｂ及び図２Ｄを参照しながら説明する。材料ブロック１６４、１６５、１６６、１
６７は同一直線に位置する全ての画素ゾーンＰを伸ばして覆い、並びにこれら画素ゾーン
Ｐの間のゲート電極線１２０、１２２を覆う。
【００６０】
　一実施例において、透明導電層１６０は、複数の電気的接続部材１６９を更に含むこと
ができる。各電気的接続部材がこれら材料ブロックのうちいずれか２つと電気的に接続す
る。
【００６１】
　図２Ａ及び図２Ｃを参照しながら説明する。材料ブロック１６１、１６２の間と材料ブ
ロック１６２、１６３の間に電気的接続部材１６９を各々結合することで、材料ブロック
１６１、１６２／１６２、１６３の間を電気的に接続させる。
【００６２】
　図２Ｂ及び図２Ｄを参照しながら説明する。材料ブロック１６４、１６５の間、材料ブ
ロック１６５、１６６の間及び材料ブロック１６６、１６７の間に電気的接続部材１６９
を各々結合することで、材料ブロック１６４、１６５／１６５、１６６／１６６、１６７
の間を電気的に接続させる。
【００６３】
　電気的接続部材１６９は、隙間１６０ａ／１６０ｂ／１６０ｃ／１６０ｄ／１６０ｅを
渡ることで、隙間１６０ａ／１６０ｂ／１６０ｃ／１６０ｄ／１６０ｅで区切る材料ブロ
ック１６１、１６２／１６２、１６３／１６４、１６５／１６５、１６６／１６６、１６
７を相互結合すると共に電気的に接続させる。
【００６４】
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　そこで、電気的接続部材１６９は、材料ブロック１６１－１６３／１６４－１６７と同
じ透明導電性材料を使用して形成できる。
【００６５】
　一実施例において、透明導電層１６０と画素電極１９０で蓄積コンデンサ（Ｃst）を形
成できる。且つ、この蓄積コンデンサ（Ｃst）は、極大の静電容量値を備えることで、薄
膜トランジスタ１４０の第１端１４１に属する画素に対して起すキックバック電圧（Ｖp

）効果を軽減し、従って共通電圧のキックバック値が過大となって適当な共通電圧を供給
できないことを避ける。
【００６６】
　そこで、キックバック電圧（Ｖp）は、下記の関係式を持つ。
【００６７】
【数１】

　式の中、Ｃgdとは、薄膜トランジスタ１４０の第１端１４１と薄膜トランジスタ１４０
の第２端１４２から形成される静電容量で、ＣLCは、画素電極１９０とＬＣから形成され
る静電容量で、ＶgHは薄膜トランジスタ１４０の第１端１４１導通時の電圧で、並びにＶ

gLが薄膜トランジスタ１４０の第１端１４１が非導通時の電圧とする。
【００６８】
　一実施例において、透明導電層１６０を利用して一般的に画素アレイ基板内に設けられ
ている共通電極（例えば、データ線と同じ層に設けられた共通電極）に取って代わること
もできる。言い換えると、透明導電層１６０の設置により、画素アレイ基板内に共通電極
線を設置する必要がない。
【００６９】
　図３は、本発明の第６の実施例に係る画素アレイ基板の上面図である。図４は、図３に
示されている画素アレイ基板の接線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図である。図５乃至図８は、
本発明の第７の実施例、第８の実施例、第９の実施例及び第１０の実施例に係る画素アレ
イ基板の上面図である。
　説明の便宜のため、図３及び図５乃至図８内に示されている画素アレイ基板には各絶縁
層の描画を省略している。図３及び図５乃至図８内において、画素ゾーンＰ上に描かれて
いる破線は、開口部１８２、１８３、１８４の垂直投影位置を示し、つまり組み立てた後
の開口部１８２、１８３、１８４を重ね合わせた位置である。
【００７０】
　図３乃至図８を参照しながら説明する。一実施例において、透明導電層１６０に１個或
いは複数の開口部１８２、１８３、１８４を設計できる。開口部１８２、１８３、１８４
は、第１の絶縁層１５０と第２の絶縁層１６０の間に位置すると共に透明導電層１６０を
貫通する。そこで、開口部１８２、１８３、１８４は、透明導電層１６０と画素電極１９
０が形成する蓄積コンデンサ（Ｃst）の静電容量を適切に調整するために用いることがで
きる。更に、開口部１８２、１８３、１８４を適切に配置すると、透明導電層１６０に対
するＲＣ（電気抵抗－静電容量）負荷も調整できる。
【００７１】
　図３乃至図８を参照しながら説明する。開口部１８２は、画素ゾーンＰに対応して設置
できる。つまり、開口部１８２は、ゲート電極線１２０、１２２とデータ線１３０、１３
２で囲うエリア内に位置し、且つ薄膜トランジスタ１４０とは重なり合わない。
【００７２】
　開口部１８２は、１個或いは複数とすることができ、且つ開口部１８２の配置を任意の
パターンとし、例えばＳ字状パターン、Ｓ字状に類似するパターン、Ｅ字状パターン、Ｅ
字状に類似するパターン、蛇行パターン、ノコギリ形のパターン、ノコギリ形に類似する
パターン、櫛型のパターン、櫛型に類似するパターン或いは複数本の縞パターンなどにで
きるが、これに限定されるものではない。
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【００７３】
　図３及び図４を参照しながら説明する。開口部１８２は、開口が対応する薄膜トランジ
スタ１４０に結合するゲート電極線１２０の一側に隣接するＥ字状パターン或いはＥ字状
に類似するパターンにできる。図５を参照しながら説明する。開口部１８２は開口が対応
する薄膜トランジスタ１４０に結合するゲート電極線１２０の一側から遠ざけるＥ字状パ
ターン、Ｅ字状に類似するパターンにできる。
【００７４】
　言い換えると、Ｅ字状パターン、Ｅ字状に類似するパターンの開口部１８２は、１個の
横向きスルーホール及び３個の縦向きスルーホールからなる。そこで、横向きスルーホー
ルの延伸方向は、縦向きスルーホールの延伸方向と交差する。
　例を挙げると、横向きスルーホールは、ゲート電極線１２０、１２２と略平行となりな
がら延伸し、また縦向きスルーホールがデータ線１３０、１３２と略平行となりながら延
伸する。２個の縦向きスルーホールの第１端が横向きスルーホールの両端にそれぞれ連結
し、残りの１個の縦向きスルーホールの第１端が、横向きスルーホールの両端の間に連結
する。そこで、３個の縦向きスルーホールは、同じ延伸長さを有することができ、また異
なる延伸長さを有することもできる。
　横向きスルーホールは、直線延伸（図３）でき、また折線延伸（図５）もできる。横向
きスルーホールが折線延伸（図５）した時、中間に位置する縦向きスルーホールは横向き
スルーホールのカーブ箇所に連結できる。図３と図５は３個の縦向き開口部を有するＥ字
状パターンで説明しているが、一実施例において、開口部１８２も３個以上の縦向きスル
ーホールも備えることができ、この場合開口部１８２は櫛型パターンになる。
【００７５】
　図６を参照しながら説明する。開口部１８２は、開口がゲート電極線１２０、１２２に
向かっているＳ字状パターン或いはＳ字状に類似するパターンにできる。しかしながら、
実際の需要にも合わせて、Ｓ字状パターン或いはＳ字状に類似するパターンの開口部１８
２の開口をデータ線１３０、１３２、若しくはデータ線１３０、１３２とゲート電極線１
２０、１２２の境界箇所に向かわせることができる。Ｓ字状パターン或いはＳ字状に類似
するパターンの開口部１８２に複数の夾角式湾曲又は円弧状カーブを持たせることができ
る。
【００７６】
　図７及び図８を参照しながら説明する。複数の開口部１８２から縞パターンにできる。
縞パターンの開口部１８２は、互いに略平行とすることができる。更に、図７に示すよう
にゲート電極線１２０、１２２及びデータ線１３０、１３２の延伸方向に対し、縞パター
ンの開口部１８２は、斜め延伸できる。縞パターンの開口部１８２の延伸方向も、図８に
示すようにゲート電極線１２０、１２２の延伸方向と略垂直にできる。しかしながら、縞
パターンの開口部１８２の延伸方向は、ゲート電極線１２０、１２２の延伸方向（図示略
）に略平行になるよう設計できる。
【００７７】
　図８を参照しながら説明する。開口部１８３はゲート電極線１２０、１２２に対応する
よう設けることができる。つまり開口部１８３は、ゲート電極線１２０、１２２と重ね合
わせる。一実施例において、各開口部１８３は、２本のデータ線１３０、１３２の間に位
置するゲート電極線１２０／１２２を完全に覆うことができる。他の実施例において、各
開口部１８３は、また２本のデータ線１３０、１３２の間に位置するゲート電極線１２０
／１２２も一部覆うことができる。
【００７８】
　開口部１８４は、図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ及び図８に示されるように、薄膜トランジ
スタ１４０に対応するよう設けることができる。一実施例において、開口部１８４は、薄
膜トランジスタ１４０を完全に覆うことができる。言い換えると、開口部１８４のサイズ
は、薄膜トランジスタ１４０のサイズ以上とする。
【００７９】
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　一実施例において、開口部１８４は、図２Ａ及び図２Ｃに示すように、薄膜トランジス
タ１４０全体のみと重ね合わせることができる。
【００８０】
　一実施例において、薄膜トランジスタ１４０全体と重ね合わせる以外に、図８に示すよ
うに開口部１８４は、接触孔１８０の第１のスルーホール１８０ａと重ね合わせるように
延伸できる。つまり、開口部１８４は、薄膜トランジスタ１４０全体及び接触孔１８０の
第１のスルーホール１８０ａをカバーする。且つ、接触孔１８０内で平坦な内壁となるよ
うにするため、開口部１８４内に第２の絶縁層１７０を備えることができる。言い換える
と、第２の絶縁層１７０は一部の開口部１８４を充填する。
【００８１】
　一実施例において、薄膜トランジスタ１４０全体と重ね合わせる以外に、開口部１８４
は、また図２Ｂ及び図２Ｄに示すように、一部のゲート電極線１２０／１２２も同時に覆
うことができる。
【００８２】
　そこで、開口部１８２、１８３、１８４のサイズ及び数量は、必要な蓄積コンデンサの
静電容量に相応できる。
【００８３】
　一実施例において、開口部１８２、１８３、１８４のサイズ及び数量の制御を通じて、
透明導電層１６０と各画素電極１９０の重ね合わせるエリアが重ね合わせた画素電極１９
０の３分の２を上回らないようにさせることができる。
【００８４】
　図９は、本発明の一実施例に係る液晶ディスプレイパネルの局部断面図である。
【００８５】
　図９を参照しながら説明する。液晶ディスプレイパネルは、画素アレイ基板１００と液
晶層２００とカラーフィルタ基板３００とを含む。画素アレイ基板１００は、前述の構造
設計のいずれか組み合わせを用いることができるので詳細な説明を省略する。
【００８６】
　カラーフィルタ基板３００は、画素アレイ基板１００に対応し、且つ画素アレイ基板１
００の間に間隔をあける。また液晶層２００を画素アレイ基板１００とカラーフィルタ基
板３００の間に挟んで設置する。且つ、液晶層２００内に複数の液晶分子２１０が浮遊す
る。
【００８７】
　一実施例において、仕切壁２２０の設置を通じてカラーフィルタ基板３００を画素アレ
イ基板１００に支えることで、仕切壁２２０と画素アレイ基板１００とカラーフィルタ基
板３００の間で収容空間を形成させる。更に液晶分子２１０を収容空間内に充填して液晶
層２００を形成する。
【００８８】
　そこで、仕切壁２２０は、マトリクス形に配置させた画素ゾーンＰの境界エリアに沿っ
て形成し、液晶ディスプレイパネルの複数の画素を限定する。仕切壁２２０の材質は絶縁
材料とすることができる。仕切壁２２０は、一般的にリソグラフィー工程、印刷工程、イ
ンプリント（ｉｍｐｒｉｎｔ）工程或いは金型等の方式を通じて形成できる。しかし、上
記に言及した特定工程は本発明を制限するものではない。
　その他、図１０を参照しながら説明する。一実施例において、またスペーサボール（ｓ
ｐａｃｅｒ　ｂａｌｌ）２３０を仕切壁２２０に代替して、画素アレイ基板１００とカラ
ーフィルタ基板３００を支えるために用いることができるが、これに限定されるものでは
ない。
【００８９】
　カラーフィルタ基板３００は、第２の基板３１０と共通電極層３２０とカラーフィルタ
層３３０とを含む。
【００９０】
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　共通電極層３２０は、画素電極１９０と第２の基板３１０の間に位置し、且つ画素電極
１９０間と間隔をあける。つまり、液晶層２００が共通電極層３２０と画素電極１９０の
間に位置する。
【００９１】
　カラーフィルタ層３３０は、第２の基板３１０と共通電極層３２０の間に位置する。そ
こで、共通電極層３２０は、カラーフィルタ層３３０の第２の基板３１０に対向する他側
の表面に形成させることができる。カラーフィルタ層３３０は、複数のカラーフィルタブ
ロックを含むことができ、且つこれらカラーフィルタブロックは画素ゾーンＰに各々対応
するように設けることができる。
【００９２】
　カラーフィルタ基板３００は、黒色マトリクス層３４０を更に含むことができる。黒色
マトリクス層３４０はゲート電極線１２０、１２２とデータ線１３０、１３２に対応する
ように設けられ、また漏光を防ぐために用いる。
【００９３】
　上記を総合すると、本発明に係る液晶ディスプレイパネル及びその画素アレイ基板は、
透明導電層１６０と画素電極１９０を利用して蓄積コンデンサを形成することで、高解像
度の液晶ディスプレイパネルの開口率を上げる。つまり、小型スクリーン（例えば１０イ
ンチ以下）に応用するにあたって、解像度を上げると同時に開口率にも配慮できる。更に
、透明導電層１６０を通じて透明導電層１６０下方にある素子（データ線１３０、１３２
、ゲート電極線１２０、１２２、薄膜トランジスタ１４０或いはその組み合せ）から画素
電極１９０へ生じる静電容量結合効果を避けることができる。
【符号の説明】
【００９４】
　　１００　画素アレイ基板
　　１１０　第１の基板
　　１２０　ゲート電極線
　　１２２　ゲート電極線
　　１３０　データ線
　　１３２　データ線
　　１４０　薄膜トランジスタ
　　１４１　第１端
　　１４２　第２端
　　１４３　第３端
　　１４４　チャネル層
　　１４５　ゲート電極絶縁層
　　１４６　オーミック接触層
　　１５０　第１の絶縁層
　　１６０　透明導電層
　　１６０ａ　隙間
　　１６０ｂ　隙間
　　１６０ｃ　隙間
　　１６０ｄ　隙間
　　１６０ｅ　隙間
　　１６１　材料ブロック
　　１６２　材料ブロック
　　１６３　材料ブロック
　　１６４　材料ブロック
　　１６５　材料ブロック
　　１６６　材料ブロック
　　１６７　材料ブロック
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　　１６９　電気的接続部材
　　１７０　第２の絶縁層
　　１８０　接触孔
　　１８０ａ　第１のスルーホール
　　１８０ｂ　第２のスルーホール
　　１８２　開口
　　１８３　開口
　　１８４　開口
　　１９０　画素電極
　　２００　液晶層
　　２１０　液晶分子
　　２２０　仕切壁
　　２３０　スペーサーボール
　　３００　カラーフィルタ基板
　　３１０　第２の基板
　　３２０　共通電極層
　　３３０　カラーフィルタ層
　　３４０　黒色マトリクス層
　　Ｐ　画素ゾーン
　　Ｉ－Ｉ　接線
　　ＩＩ－ＩＩ　接線

【図１Ａ】 【図１Ｂ】



(16) JP 2013-257530 A 2013.12.26

【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】



(17) JP 2013-257530 A 2013.12.26

【図２Ｄ】 【図３】

【図４】 【図５】



(18) JP 2013-257530 A 2013.12.26

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(19) JP 2013-257530 A 2013.12.26

【図１０】



(20) JP 2013-257530 A 2013.12.26

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

Ｆターム(参考) 2H191 FA02Y GA05  GA19  HA15  LA40 
　　　　 　　  5C094 AA10  BA03  BA43  DA13  DB10  EA04  EA05  ED03  FA01  FA02 
　　　　 　　  5F110 BB01  CC07  FF02  FF03  FF04  GG01  GG02  GG13  GG15  GG22 
　　　　 　　        HK09  HK14  HK16  HK21  HK25  HL07  NN02  NN03  NN23  NN24 
　　　　 　　        NN27  NN28  NN72 



专利名称(译) 液晶显示面板及其像素阵列基板

公开(公告)号 JP2013257530A 公开(公告)日 2013-12-26

申请号 JP2012244482 申请日 2012-11-06

[标]申请(专利权)人(译) 瀚宇彩晶股份有限公司

申请(专利权)人(译) 瀚宇彩晶股▲ふん▼有限公司

[标]发明人 游家華
林松君
劉軒辰

发明人 游家華
林松君
劉軒辰

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1335 G02F1/1333 H01L21/336 H01L29/786 G09F9/30

CPC分类号 G02F1/136213 G02F2001/136218

FI分类号 G02F1/1343 G02F1/1335.505 G02F1/1333.505 H01L29/78.612.Z G09F9/30.338 G02F1/1368

F-TERM分类号 2H092/GA14 2H092/JA26 2H092/JA28 2H092/JA37 2H092/JA41 2H092/JA46 2H092/JB05 2H092
/JB22 2H092/JB31 2H092/JB57 2H092/JB69 2H092/KA12 2H092/NA07 2H092/PA08 2H190/HA04 
2H190/HB07 2H190/LA01 2H190/LA15 2H191/FA02Y 2H191/GA05 2H191/GA19 2H191/HA15 2H191
/LA40 5C094/AA10 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/DA13 5C094/DB10 5C094/EA04 5C094/EA05 
5C094/ED03 5C094/FA01 5C094/FA02 5F110/BB01 5F110/CC07 5F110/FF02 5F110/FF03 5F110
/FF04 5F110/GG01 5F110/GG02 5F110/GG13 5F110/GG15 5F110/GG22 5F110/HK09 5F110/HK14 
5F110/HK16 5F110/HK21 5F110/HK25 5F110/HL07 5F110/NN02 5F110/NN03 5F110/NN23 5F110
/NN24 5F110/NN27 5F110/NN28 5F110/NN72 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CC66 
2H192/DA42 2H192/DA62 2H192/DA65 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/EA67 2H192/GD23 2H291
/FA02Y 2H291/GA05 2H291/GA19 2H291/HA15 2H291/LA40

优先权 201210193317.2 2012-06-12 CN

其他公开文献 JP5551226B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题提供液晶显示面板及其像素阵列基板。 像素阵列基板包括
第一基板，多条栅极线，多条数据线，多个薄膜晶体管，第一绝缘层透
明导电层，第二绝缘层，多个接触孔和多个像素电极。栅电极线，数据
线和薄膜晶体管位于第一基板上，第一绝缘层覆盖第一基板。透明导电
层位于第一绝缘层中并具有共同的电压电平。第二绝缘层位于透明导电
层和像素电极之间，并将透明导电层与像素电极隔离。像素电极经由相
应的接触孔电耦合到对应的第三薄膜晶体管。 背景技术

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a4db1fcb-39ce-46f9-804c-030e06ca66a3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047049085/publication/JP2013257530A?q=JP2013257530A

